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W. ROSIŃSKI: Arsenek Qalu: z doświadczeniem ku przyszłości 

Na tle światowej historii rozwoju technologii GaAs przypomniano główne opracowania krajowe w tej 
dziedzinie. Przedstawiono ciąg problemów, które już rozwiązano wskazując również na problemy za-
sadnicze dla rozwoju tej technologii w przyszłości. 

A. HRUBAN; Półizolacyjny arsenek galu (SI-GaAs) dla tranzystorów polowych i układów scalonych 

Monokryształy SI-GaAs, nledomleszkowane lub domieszkowane Cr, są stosowane w technologii tranzys-
torów FET oraz układów scalonych wytwarzanych techniką Implantacjl lub epitaksji. Monokryształy 
te wytwarza się przez krystalizację z fazy ciekłej metodą Czochralskiego LEC lub Brldgmena. 
Otrzymanie materiału o wysokich parametrach fizycznych 1 strukturalnych jest uwarunkowane utrzy-
maniem ostrego reżimu technologicznego (czystości materiałów wyjściowych, stechiometrii) oraz wy-
konaniem odpowiednich zabiegów technologicznych (obróbka termiczna, domieszkowanie izoelektro-
nowe). 
W artykule omówiono aktualny stan technologii wytwarzania monokryształów SI-GaAs oraz wpływ nie-
których czynników na ich własności. 

J. TOMASZEWSKI, W. STRUPIŃSKI, M. CZUB, W. BRZOZOWSKI: Heteroepitaksjalne struktury GaAs-Sl 

W artykule omówiono podstawowe własności heterostruktur GaAs-Sl, metody ich otrzymywania oraz 
możliwości zastosowań. 
Opisano metody zmniejszenia poziomu naprężeń mechanicznych oraz obniżenia gęstości defektów 
strukturalnych w takich strukturach. 

W. KOT, M. LICHOWSKI, K. NOWYSZ: Charakteryzacja arsenku galu na tranzystory MESFET 

W pracy omówiono zespół metod pomiarowych, stosowanych do charakteryzacji warstwy aktywnej tran-
zystora MESFET, wytworzonej na półizolacyjnym podłożu GaAs. Przedstawiono sposoby pomiaru podsta-
wowych parametrów warstwy aktywnej, tzn. rezystywnoścl, koncentracji 1 ruchliwości nośników oraz 
profilu koncentracji i ruchliwości nośników. Opisano metodykę pomiarów hallowskich, pomiarów cha-
rakterystyk C-U oraz małoczęstotliwościowych pomiarów transkonduktancji. 

L. DOBRZAŃSKI, W. MARCINIAK, A. TUMAŃSKI: Konstrukcja i technologia tranzystora MESFET 

Przedstawiono zasadę działania i konstrukcję tranzystora MESFET. Opisano podstawowy proces tech-
nologiczny oraz wskazano kluczowe problemy, których rozwiązanie jest niezbędne do wyprodukowania 
tranzystorów pracujących w mikrofalowym paśmie X, a także układów scalonych na arsenku galu. 
Omówiono stan prac nad technologię tranzystora MESFET w ITME. 

W. MARCINIAK: Układy scalone z arsenku galu 

Rozpatrzono niektóre zagadnienia techniczne i ekonomiczne charakteryzujące stan obecny i perspek-
tywy rozwoju układów scalonych z GaAs. 
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W. ROSIŃSKI: Gallium arsenide: with experience towards future 

On the background of the world history of GaAs technology development, the main home scientific 
works in this field have been recalled. 
The presented series of problems, which were solved in the past indicate also the main 
development trends of this technology in the future. 

A. HRUBAN: Semi-Insulating Gallium Arsenide (SI-GaAs) for MESFET's and Integrated Circuits 

Single crystals of SI-GaAs, both undoped and Cr-doped are used as a substrate material for Metal 
Semiconductor Field Effect Transistors (MESFET's) and integrated circuits produced by ion 
Implantation or epitaxial technology. These crystals are grown from the melt by the liquid 
encapsulated Czochralski (LEO or horizontal 8rldgman technique. 
The yield of the high quality material in tenre at bolh the electrical properties and structural perfection 
is strongly determined by the growth conditions (purity of the starting materials, stechiometry, 
doping by isoelectronic dopants) as well as by the post-growth technological processes (heat 
treatment). 
This paper presents the current state of art in the fabrication technology of the bulk Si-GaAs. 
The effect of some factors on the properties of the crystals is discussed. 

3. TOMASZEWSKI, W. STRUPIŃSKI, M. CZtB. W. BRZOZOWSKI: GaAs-Si Heteroepitaxial structures 

Electrophysical data of GaAs-Si heterostructures. their manufacturing methods and application 
possibility are presented. 
Methods of strain level diminishing and the structural defects density reducing in such 
structures are described. 

W. KOT. M. LICHOWSKI, K. NOWYSZ: GaAs diagnostics for MESFET 3 

This paper presents a set of the measuring techniques, useo for the control MESFET active 
layers, grown on semi-insulating GaAs substrate Different techniques for measuring of the basic 
parameters of active layer such, as resistivity, carrier concentration and mobility, mobility 
and carrier concentration profiles, are presented. 
The methods of Hall measurements, capacitance-voltage measurements and low-frequency trans-
conductance determination, are described 

L. DOBRZAŃSKI, W. MARCINIAK, A. TUMAŃSKI: Oesing and manufacturing of MESFET transistor 

The paper presents an outline of design and operation of the qallium arsenide MESFET transistor. 
Basic technological flow chart is discussed. Crucial technological problems limiting transistor 
perfomance in x band and applications feasibility to IC's are pointed out. The status of current 
work on MESFET technology in ITME is described. 

W. MARCINIAK: GaAs integrated circuits 

Some technical and economical issues related to the current state of art and future prospects 
of GaAs integrated circuits development are discussed. 
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B. POCHübCKH: ÄpceHHÄ rajiJiHHi c onhiTOM B ÖyAymee 
Ha ifoHe MiipoHotł ncTopHH pasBHTHa TexHOJiorHH GaAs b paöoie ynouHHaioTCH ocHOSHue 
OTeMecTBeHHbie paspaCoTKH b qtoö oÖJiacTH. 
npe^CTaBJieH pnA npoóseu, KOTopue CuaH peuieHu 8 npomjiOM c yKasaHweM laioice na 
ocHOBHhie npoÖJiewbi ajjh paasHTHH 3Toß lexHOjiorHH B Oyxymeu. 

A. XPyBAH; lloJiyH30JiHpyioqHa apceHHA ra;iJiHa äjiä nojiesux TpansHOTopoB u HHierpajit-
Hux cxeu 
MoHOKpHcraJiJihi n0Jiyn30JiHpyMąer0 apceHH^a rajiJiHH (SI-GaAs), He^ierHpoaaHHue mjih Jie-
rHpoBaHHue Cr, npHMeHaioTCH AJta HsroTOBaeHHH nojieBux TpaH3HCTopoB na Ôapbepe iUox-
TKH H HHTerpaJIbHblX cxeu, KOTOpue npOHSBOAHTCa C nOMOmblO HMnJiaHiaUHOHHOti hjih ohh-
TaKCMajihHoii TexHHKH. 3 t h MOHOKpHOTajiJibi BijpamHBaioT H3 pacnjiasa no neTOfly Hoxpajib-
OKoro c Hcn0;ib30BaHHeM ähakocthoö repMemsatiHK a laKsce no MeTO ŷ BpHA»"eHa. 
no^yieiijie MaiepHajia c xopomHMn 3jieKTpo(})H3H--iecKHMB napaneipaMH u CTpyKiypHbiMH 
CBoaoTBaMH oÖycjioBJieHO oÖecne'ieHHeM oipororo TexHo^orn^ecKoro pescHua (mhctotu 
MCxOÄHbix MaTepHajioB, CTexHOMeipHH) a Taioice BunoJineHueM flonoMHTeJibHux TexHOJiorn-
MecKHx onopauHS (TepMH»iecKas oÖpaöoTKa, jisrnposaHHe HsooJieKipoHHtiMH npHMecHMH). 
B paÖOTe oOcyjK^aeicfl aKiyajibHoe cocTOHHHe lexHOJiorHH HaroioBjieHHH woHOKpHCTaJiJioB 
SI-GaAs a raioKe BJiHSHHe HeKOTopux ({«KTopoB Ha hx CBoüciBa. 

H. TOMAiilEBCKH, B. CTPynHHbCKH, M. MYB, B. BSfOSOBCKH: reTepoanHTaKCHBJibHbie cipyK-
Typu GaAs-Si 
CiaThH npeACTaBJiHei oöaop ojieKTpo(})H3H<ieCKiix oboHoib reTepooTpyKiyp GaAs-Si, mbto-
ĄOB HX nOJiyJeHHH H B03M0»H0CTeft npWMeHeHHß. 
OnHcaHO MeTOA" CHuxenna jpoBHs MexaHn<ieoKnx HanpajKeHHÍí n njiOTHOCTH cipyKiypHux 
ASifeKTOB B TaKHX CTpyKTypax. 

B. KOT, M. JIHXOBCKH, K. HOBHEI: ;iHarH00iHKa apceHHAa rajiJiHH ĵjiji TpaH3H0Top0B 
npe;;cTaBJieH paj; H3MepHTejibHHX MeTÔ oB npnMeHHeMtix b KOHipojie aKTHBHux njienoK GaAs 
nojieBux TpaHsHCTopoB, HsroTOBjieHHhix Ha nojiyH3o:iHpyiomHX noflJio^Bax. npeACiasjieHhi 
pasJiHiHhie MeTo;;iii HsuepeHHa raasHux napaMeipoB aKXHBHoii nJieHKH. OnHcaHu Meioflu 
X0:iIJI0BCKKX H3MepeXHil, BOJIT - $apa^HHX HMHepHeHHÖ H HHCKO^aCTOTHhlX HGMepeHH» 
TpaHCKOHíyKiaHIiHH . 

JI. ÄOBTKAHbCKH, B. MAPUHHHK, A. TyMAHbCKH: KoHCipyKHHH H xexHOJiorHa noJieBoro 
TpaH3HCT0pa MESFET 
B paÖoTe npeflciaB^ieHhi npnHąanu AeiłcTBHH h KOHCTpyKiíHH ipaH3ncTopa MESFET. 
OnHcaH ocHOBHoä lexHOJiorHMecKiiS npoiieoc h yKasaHH rjiasHue npoÖ^ieMH, pemeHHe ko-
Tophix HeOÖXOflHMO flJIH TOl O, ITOÖhl öbUIO B03MOKHO npOH3BOj;CTBO TpaHSHCTOpOB, paÖO-
laiomHx B MMKpoBOJiHOBoñ no^ioce, a laioce HHierpajibHux oxew na apceHHfle raaJiHfl. 
OnHoano oocTOHHHe paÔoT na^í lexHOJiorHeö TpaH3iiCTopa MESFET b HT3M. 

B , MAFUKHHKt GaAs HHTerpajjbHhie oxeMH 

Pac •¡MOTpeHbi HeKOTopwe rexHHMecKKe h SKOHOMHMecKHe npoöjieMu onpê eJtaioąHe Hunein-
Hpe cocTOHHHe H nepcneKTHBKi pasBHTHH apcena;; - raJuiHeBux HHTerpaJibHUX cxeM. 
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OD REDAKCJI 

Prace zebrane w tym zeszycie stanowią przegląd tematów obrazujących zainteresowania 

ITME w dziedzinie półprzewodników A3B5. Oo poświęcenia tej dziedzinie monotematycznego 

zeszytu motywowała nas chęć odnotowania wydarzeń znaczących w historii ITME, gdy na 

gruncie dwudziestoletnich doświadczeń w technologii materiałów A^B^ wyrasta i daje 

pierwsze owoce program rozwoju ich aplikacji w tranzystorach polowych i układach sca-

lonych. Zeszyt otwiera wprowadzenie prof. Witolda Rosińskiego - pioniera elektroniki 

półprzewodnikowej w Polsce. 

Spośród wielu opracowanych w ITME technologii wytwarzania monokryształów A^Bj 

w artykule dr Andrzeja Hrubana prezentujemy technologię monokryształów pół izolacyjnego 

GaAs, najważniejszą z punktu widzenia interesujących nas aplikacji. Płytki z półizola-

cyjnego GaAs stanowią materiał wyjściowy do wytwarzania tranzystorów polowych i ukła-

dów scalonych. Kolejny artykuł (dr 3. Tomaszewski, dr W. Strupiński, dr M. Czub, 

mgr W. Brzozowski) zawiera przeglądową informację o niezwykle perspektywicznych ma-

teriałach hetercepitaksjalnych GaAs - Si. Niezbędnym składnikiem wiedzy technologicz-

nej jest umiejętność charakteryzacji właściwości fizycznych wytwarzanych materiałów. 

Wybrane zagadnienia z tego zakresu przedstawia artykuł mgr W. Kota, mgr M. Lichowskie-

go i dr K. Nowysza. 

Od 1988 r. Instytut prowadzi intensywne prace nad aplikacjami materiałów AjBj 

w podzespołach mikrofalowych i układach scalonych. W pierwszym roku realizacji progra-

mu tych prac powstały podstawowe technologie, konstrukcje i próbne partie tranzystorów 

MESFET.' Ogólne informacje z tego zakresu zawiera artykuł mgr L. Dobrzańskiego, 

doc. W. Marciniaka i mgr A. Tumańskiego. Zeszyt kończy artykuł przeglądowo-informacyjny 

o rozwoju technologii układów scalonych GaAs na świecie. 

Redaktor zeszytu 

Wiesław Marciniak 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

Redakcja Materiałów Elektronicznych uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie podanych niżej 
wskazówek: 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z rysunkami 
i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedyńczycti arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-
nią ,z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 31 wierszy po 
65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki 
i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno, nie w maszyno-
pisie całego artykułu, w ; egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. 
U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie streszczenia 
w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w 3 egzemplarzach, także przetłumaczony 
tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone 

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami 
należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów) w 3 egzemplarzach. Rysunki 
należy wykonywać na przezroczystej kalce, tuszem. 

8. Fotografie powinny być wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery 
fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie — ołówkiem. Numeracją należy objąć 
rysunki i fotografie łącznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaźników lub skali — prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od 
fotografii do reprodukcji). 

9. Po zakończeniu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł azieła, tytuł czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny być ponumerowane, w tekście 
powołania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]. 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach 
muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy i Międzynarodowy Układ Miar 
(Si). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. 
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać ołówkiem w lewym 
marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych 
skrótów, korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w ,,Materiałach Elektronicznych" uważany jest za 
równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wysłana do druku 
w żadnym innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwą 
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytułu naukowego lub 
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przesłania honorarium). W przypadku 
artykułu opracowanego przez zespół Autorów prosimy o podanie procentowego udziału 
autorskiego. Bez tych danych honorarium będzie dzielone na równe części. 
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